







































































上記の金属 リソグでは、、チャネル長Lが1。 よ りも十分長 く、輸送現象は拡散型(diffusive)伝導 によ
るが、GaAs/AIGaAsヘテ ロ構造のよ うな高易動度の半導体では、L≦leとなるような試料 も作 られ る
ようになった。 この ような系では、伝導が弾道型(bamstic)に近づ くために、新 しい現象が期待 される。
我 々が微細加工に用いた薄膜は、半絶縁性GaAs基板上




ロ構造であ る。 この薄膜のキ ャリア濃度 と易動度はそ
れぞれ、ns～1.6×1012㎝一2、μ～1.7×104㎡/V・sec
であ り、平均 自由行程は1,～3600A、また ド・プロ
イ波長は2e～200Aである。液体He温 度での磁気抵

































図3● 極 微 リ ソ グの1.5K:にお げ る磁 気 抵 抗 。
RO2:リ ソ グ の 一 方 の 枝 を 切 断 した 試
料 、RO8:外 径1.0μm、 内 径0.2μm








ク ト比(リソグの面積/穴 の面積)が前者 より大きい。
RO5で は、磁場依存性を詳細に見 ると、Φ。=h/eを
周期とする振動が さらに重なっていることが分る。 こ
のことは、磁気抵抗のデータを図4の よ うにフー リエ
変換 してみるとは っき りす る。非周期的なゆらぎに対
応 して1/△B～0、h/eを周期とするAB効 果に対応
して1/△B～ πr2/Φ。のと ころに ピー クが現れ る
(rはリソグ半径)。また、アスペ ク ト比の小 さなRO8
の試料では、 リソグの半径:方向の波のモー ド増えて電






いることに関係 してい るのではなかろ うか。 また、金
属 リソグと異 な り、 Φ。/2一振動は未だ見つか って
いない。



































図4:図3の 磁気抵抗の フー リエ変換。
下の図の矢印の ピークに対応する
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